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(case of KBr and RbBr). We found for instance that in KI and RbI, the primary products of the OH
resonant photodissociation are an F center and an interstitial OH? molecule. Based om the experimen
tal results, a model that would explain the observed behavior when one covers a wide variation of
lattice parameters, is proposed.

STUDY OF THE QUENCHING EFFECT OF THE F CENTER LUMINESCENCE IN ALKALI HALIDES. Laércio
&mws (Departamento de Processos Especiais - IPEN/CNEN/SP) and Fritz Luty (Physics Department
Tniversity of Utah - USA).

We have shown prevxously (L. Gomes and F. Luty, Phys. Rev. B, 30(12): 7194-7201,1984)that thepresence
of large OH concentrations in KCl produces drastic quench1ng of the F-luminescence and photo-conduc
tivity. We now test the idea, if the dipolar reorientation rate is the crucial source for thlsstrong
effect on the F-center RES transition. This effect has been_ investigated in KC1, KBr, RbCl and RbBr
crystals, all having OH levels ranging between 107 ° to 10 "% mole fractions. The results show high
F luminescence efficiencies only when the OH reorientation rate is comparable to the rate of the
radiative transition of the F center (generally = 10 K) otherwise the excited F electron is rapidl
repelled back to the vacancy (non radiatively) by the oscillating force generated by the strong OH
eletric dipole.

et ESTUDO DO ESPALHAMENTO RAMAN DO KBr E KI AP0S IMERSAO EM Br,LIQUIDO - Van
da do Amaral Varjao Pedreira*, Ayrton André Beraussi+e Gilberto de Matos Gualberto™.

(Departamento de Fisica do Estado Solido e Ciencia de Materiais, Instituto de f{stcl
Gleb Wataghin, Universidade Estadual de Campinas).

Foram fextos estudos do espalhamento Raman dos cristais KBr e KI, a baixa tenpetaturn
(77K) , apos a imersao destes em bromo lifquido. Os ‘resultados obtidos nestes dois pro
cessos foram diferentes e, para o KBr, que exibiu uma estrutura tfpxca do KBr a0 va
riarmos a energxa de exc1tagao do LASER, observou-se uma‘variagao na 1ntensiaade rela
tiva dos fonons. Para o KI, observamos um comportamento espectral diferente para di
versos intervalos de tempo em que as amostras permaneceram no bromo liquido. Nestes
espectros foram observados frequéncias caracteristicas do IBrz e Br2
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103-D.1.4 A AnsoRgZo t,Cl, e I, EM KBr, QUARTZO FUNDIDO E GRAFITE. Ayrton André Bernussi’ e
1lberto de Matos G lberto . ﬁepartamento de Figica do Estado Solido e Ciéncia de Haterxals, Ins~-

tituto de Fisica Gleb Wataghin, Universidade Estadual de Campinas).

Apresentamos neste trabalho os resultados obtidos durante o processo de adsorqao
do Br,, Cl, e I, nos diferentes substratos. Estes resultados demostraram que este
processo esta eftritamente relacionado com o tipo de adsorvente. Diferentes modos Ra
man sao observados para cada tipo. de molécula adsorvxda nos substratos e, no caso - do
xodo observou-se um efeito Raman ressonante continuo para o modo fundamental Ag e
tres outros modos ressonantes que estao possivelmente relacionados com a combinaqao

do modo A_ com os modos Blg' Bzg, B3g'
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EFEITO DA IMPUREZA DE ALUMINIO NO CRESCIMENTO DO QUARTZO SINTETICO.
Fumiko Iwasaki®e Carlos K. Suzuki (Instituto de Fisica Gleb :a;g :;?.

-0 processo de crescimento do quartzo sintético consiste na recristalizacao do quartzo
natural usado como ingrediente na forma de "lascas". Neste trabalho realizamos um es-
tudo sobre o efeito da impureza de Al na criacgdo de defeitos da rede cristalina do
cristal sintetdco usando topografia de rafos-X (metodo de cristal duplo, arranjo nao-
paralelo) e a tecnica de perfil de difracdo (“rocking curve"). Foram estudados cris-
tais dopados (durante o processo hidrotermico) e nao- dopados com Al, e crescidos sob
condigoes identicas, 0 aumento de inclusOes solidas @ marcante no crista1 dopado com
A1; como neste caso as inclusOes servem de fonte de.geragcao de deslocacoes, 0 aumento
da densidade de des1ocagoes torna-se incrivel. Verifica-se tambem que a influéncia
do Al reflete-se na variagao da velocidade de crescimento em diferentes direcdes, o
que ocasiona uma variacao no habito cristalino, reduzindo as regidoes de crescimento
Z e +X, que aprentam 1nteresse tecnologico em ressonadores. Os estudos de caracteri-
zacdo por raios-X tambem revelam resultados. bastante similares no caso de cristais
crescidos com lascas contendo alto teor de impurezas de Al. As medidas -por topografia
de raios-X'no caso Bragg (reflexido) revelam que a variacao interplanar_(Ad) entre os
setores Z e s no cristal dopado com Al & Ad~0,001A, Medidas de absorcio infra -




